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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Halbleiter-Baustein und Verfahren zur Herstellung desselben 

© Das erfindungsgemafce Verfahren zur Herstellung ei- 
nes Halbleiter-Bausteines beinhaltetfotgende Schritte: ei- 
nen Prozess der Ausbildung einer Kunstharzschicht, in 
dem die mit Elektroden versehene Seite der Halbleiter- 
Wafer mit einer Vielzahl von darauf ausgebildeten Halb- 
leiter-Elementen mit einer Kunstharzschicht beschichtet 
wird, welche eine Funktion der Versiegelung wahrnimmt; 
und einen Prozess der Dickenreduzierung, bei dem die 
Ruckseite der Hal bleiter- Wafer geschliffen wird. Das erfin- 
dungsgemafte Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter- 
Bausteines beinhaltet weiterhin einen Prozess der Ausbil- 
dung eines leitfahigen Abschnittes auf den Elektroden der 
Halbleiter-Wafer mit einer Vielzahl von darauf ausgebilde- 
ten Halbleiter-Elementen in einer solchen Weise, dass der 
leitfahige Abschnitt bis zu den Elektroden reicht. Das er- 
■ findungsgemafce Verfahren zur Herstellung eines Halblei- 
, ter-Bausteines beinhaltet weiterhin einen Prozess des 
» Schneidens der Halbleiter-Wafer mit einer Vielzahl von 
darauf ausgebildeten Haibleiter-Elementen entlang der 
Grenzen jedes Halbleiter-Elementes. Im Prozess der Dik- 
kenreduzierung wird mindestens ein Verfahren des me- 
chanischen Schleifens, des chemischen Atzens und des 
Plasma-Atzens verwandt 
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Beschreibung 

Bereich der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Halbleiter- 
Bausteine und auf Verfahren zur Herstellung derselben, bei 
denen Elektroden fur den exteraen Anschluss auf Halblei- 
terelementen angeordnet werden, auf denen leitfahige Ab- 
schnitte ausgebildet wurden. 

Hintergrund der Erfindung 

Halbleiter-Bausteine, die auf Platinen elektronischer Ce- 
rate montiert sind, werden in einer Weise hergestellt, bei der 
Stifte oder metallische Ausformungen von Leitungsrahmen 
mit Elektroden zur ausseren Stromversorgung eines Halblei- 
ter-Bausteins, auf dem ein Schaltkreis-Layout geformt wird, 
verbunden werden und danach das gesamte Halbleiter-Ele- 
ment in einem Verpackungsprozess in Kunstharz gekapselt 
wird. 

Mit den jungsten Verkleinerungen elektronischer Bauele- 
mente wurden Halbleiterbausteine sogar noch kleiner. Ein 
besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den Anstrengungen, 
Halbleiter-Bausteine so diinn wie moglich zu mac hen. In ih- 
rer Dicke reduzierte Halbleiter- Wafer werden in Stiicke ge- 
teilt, wobei jedes ein Halbleiter-Element darauf angebracht 
hat, und einzeln zu einem Verpackungsprozess geschickt 
wird. Herkommlicherweise werden die Wafer vor dem Pro- 
zess der Dickenreduktion zur Erhohung der Starke der Wa- 
fer auf eine schutzende Platte aufgebracht, die mit druck- 
empfindlichen Klebstoffen beschichtet ist. Nach diesem 
Prozess wird die Klebrigkeit des druckempfindUchen Kleb- 
stoffs verringert und dann werden die dunner gemachten 
Wafer von der schutzenden Platte entfernt. 

Die in ihrer Dicke verringerten Halbleiter- Wafer sind je- 
doch verietzlich durch exteme Krafte, deshalb konnen sie 
leicht beim Ablosen von der schutzenden Platte beschadigt 
werden. Selbst wenn die schutzende Platte abgelost wurde, 
ohne irgendwelche Beschadigungen zu verursachen, neigen 
die Halbleiterelemente dazu, Problemen zu unterliegen, wie 
z. B. Hitzerisse durch thermische Beanspruchung beim Ein- 
kapseln in Kunstharz. Deswegen war es schwierig, die Ver- 
lasslichkeit des Produktes zu gewahrleisten. Die schutzen- 
den Plattenen der herkommlichen Methode sind Ver- 
brauchsguter und werden nach einmaliger Verwendung 
weggeworfen. Hierdurch werden Abfallmengen erhoht. 
Deshalb ist die herkomrnliche Methode unter Kosten- und 
Umweltgesichtspunkten nicht wunschenswert. 

Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, hochzuverlas- 
sige Halbleiter-Bausteine und Verfahren zu deren Herstel- 
lung zu liefern. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Das Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-Bausteins 
gemass der vorliegenden Erfindung beinhaltet folgende 
Schritte; 

einen Schritt zur Ausbildung einer Kunstharzschicht, in dem 
eine mit Elektroden versehene Seite einer Halbleiter- Wafer 
mit einer Vlelzahl von darauf angebrachten Halbleiter-Ele- 
menten mit einer Kunstharzschicht beschichtet wird, die die 
Funktion einer Versiegelung dieser Seite hat; und 
einen danach ausgefuhrten Schritt zur Dickenreduzierung, 
in dem die Ruckseite der Halbleiter- Wafer in ihrer Dicke re- 
duziert wird. 

Das Verfahren zur Herstellung des Halbfeiter-Bausteins 
der vorliegenden Erfindung beinhaltet weiterhin einen Pro- 
zess zur Ausbildung eines leitfahigen Abschnitts auf den 



Elektroden der Halbleiter- Wafer mit einer Vielzahl von dar- 
auf angebrachten Halbleiter-Elementen in einer Weise, so 
dass der leitfahige Abschnitt Kontakt mit den Elektroden 
besitzt. 

5 Das Verfahren zur Herstellung des Halbleiter-Bausteins 
der vorliegenden Erfindung beinhaltet weiterhin einen Pro- 
zess zum Schneiden der Halbleiter- Wafer mit einer Vielzahl 
von darauf angebrachten Halbleiter-Elementen entlang der 
Begrenzungen jedes der Halbleiter-Elemente. 

10 Im Prozess der Dickenreduzierung, wird mindestens ein 
Verfahren verwandt, das aus einem mechanischen Verfahren 
zur Dickenreduzierung, einem Verfahren des chemischen 
Atzens und einem Plasmaatzverfahren ausgewahlt wird. 
Die Halbleiter-Bausteine der vorliegenden Erfindung 

15 werden mit dem vorhergehenden Herstellungsverfahren her- 
gestellt. 

Entsprechend der vorliegenden Erfindung wird eine Seite 
eines Halbleiter-Wafers, auf der Elektroden angeordnet 
sind, mit einer Kunstharzschicht beschichtet, die die Seite 

20 mit den Elektroden versiegelt und danach wird die Riick- 
seite der Halbleiter- Wafer maschinell in ihrer Dicke redu- 
ziert. Mit anderen Worten, die Halbleiter- Wafer wird durch 
die Kunstharzschicht wahrend des Vorgangs der Dickenre- 
duzierung verstarkt. Deshalb konnen die Halbleiter- Wafer 

25 gleichmassig in ihrer Dicke reduziert werden. Des weiteren 
sind die Halbleiter- Wafer, da die schutzenden Platten nicht 
verwandt werden, frei von Zerstorungen oder Beschadigun- 
gen, die herkommlicherweise entstehen, wahrend die schut- 
zenden Platten entfernt werden. In gleicher Weise erfahren 

30 die Halbleiter- Wafer keine Beschadigungen, wenn diese 
nach dem Prozess der Dickenreduzierung geschnitten (ge- 
teilt) werden, da sie durch die Kunstharzschicht verstarkt 
werden. 
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Fig. 1 zeigt ein Prozess-Diagramm eines Herstellungsver- 
fahrens fur einen Halbleiter-Baustein gemass einer ersten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
40 Fig. 2 zeigt ein Prozess-Diagramm des Herstellungsver- 
fahrens fur den Halbleiter-Baustein gemass der ersten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 3 zeigt ein Prozess-Diagramm eines Herstellungsver- 
fahrens fur einen Halbleiter-Baustein gemass einer zweiten 
45 bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 4 zeigt ein Prozess-Diagramm des Herstellungsver- 
fahrens fur den Halbleiter-Baustein gemass der zweiten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 5 zeigt ein Prozess-Diagramm eines Herstellungsver- 
50 fahrens fur einen Halbleiter-Baustein gemass einer dritten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 6 zeigt ein Prozess-Diagramm des Herstellungsver- 
fahrens fur den Halbleiter-Baustein gemass der dritten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

55 

Beschreibung der bevorzugten Ausfiihrungsformen 
Die erste bevorzugte Ausfuhrungsform 

60 Die Fig. 1 und 2 zeigen Prozess-Diagramme des Herstel- 
lungsverfahrens fur den Halbleiter-Baustein gemass der er- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung. Die Fig. 1 und 2 erlautern das Herstellungsverfahren 
fur den Halbleiter-Baustein in der Prozess-Reihenfolge. 

65 In Fig. 1(a) sind auf der oberen Oberflache einer Halblei- 
ter- Wafer 1, auf der eine Vielzahl von Halbleiter-Elementen 
ausgebildet sind, Elektroden 2 fur exteme Verbindung ange- 
ordnet. Die Halbleiter- Wafer 1 hat eine ausreichende Dicke 
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(ungefahr 1 mm), um thermische Beanspruchungen wah- 
rend des folgenden Prozesses der Ausbildung einer Kunst- 
harzschicht zu iiberstehen. 

Wie Fig. 1(b) zeigt, wird eine Kunstharzschicht 3 auf der 
oberen Oberflache der Halbleiter- Wafer 1 ausgebildet, auf 5 
der die Elektroden ausgeformt sind. Die Kunstharzschicht 3 
schiitzt nicht nur die Oberflache der Halbleiter- Wafer 1, son- 
dern rungiert auch als versiegelndes (passivierendes) Kunst- 
harz, seibst nachdem die Halbieiter-Elemente aus der Halb- 
leiter- Wafer 1 als unabhangige Halbleiter-Bausteine ausge- 10 
schnitten wurden. 

Deshalb werden fur die Kunstharzschicht 3 Kunstharz- 
Materialien, die hinsichtiich ihrer versiegelnden Funktion 
zum Schutz der Halbieiter-Elemente am besten sind, ausge- 
wahlt. Die versiegelnde Funktion bezeichnet hier eine Funk- 15 
tion zum Schutz vor Auflosung, Korrosion und elektrischer 
Erosion des funktionellen Materials aus dem die Halbieiter- 
Elemente bestehen, insbesondere die Metalle fur die Elek- 
troden, wie z. B. Aluminium, Kupfer, Chrom und Titan. An- 
ders gesagt, muss das Kunstharz-Material, das fiir die 20 
Kunstharzschicht 3 verwandt wird, einen ausreichenden Wi- 
derstand gegen Feuchtigkeit und Kriechen, eine ausrei- 
chende Festigkeit gegeniiber ausseren Kraften und elek- 
trisch isolierende Eigenschaften als versiegelndes Material 
besitzen. Kunstharze, die ublicherweise zur Herstellung von 25 
Halbleiter-Bausteinen dienen, konnen verwandt werden. 
Um noch bessere Effekte der vorliegenden Erfindung zu er- 
reichen, konnen Kunstharze mit Fullmaterialien, wie z. B. 
Kieseierde, Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Tonerde, Zirko- 
niumoxid, Quarzfasern, Glasfasem und Kunstharzfasem, 30 
zur Verbesserung der mechanischen Fertigkeit gemischt 
werden. Es ist insbesondere wirkungsvoll, feine anorgani- 
sche Partikel hinzuzufugen, die in der Lage sind, ionische 
Verunreinigungen des Kunstharzes zu absorbieren, um die 
Elektroden zu schutzen und das Kriechen zu verhindem. Ein 35 
Beispiel fur solche anorganischen Partikel ist "IXE" (Han- 
delsname), hergestellt von Toa Gosei Chemical Industry 
Co., Ltd. 

Als Herstellungsverfahren der Kunstharzschicht kann ein 
Verfahren des Kunstharzklebens oder -beschichtens ver- 40 
wandt werden. 

Beim Kunstharz-Beschichtungsverfahren wird Kunst- 
harzmaterial, wie beispielsweise eine Epoxid- oder Polyi- 
midharzplatte, auf einer Seite mit einem Kleber beschichtet 
und auf die Halbleiter- Wafer 1 geklebt. Danach wird der 45 
Klebstoff thermisch behandelt, um den Kunstharzfilm mit 
der Halbleiter- Wafer 1 fest zu verbinden. Werden keine Kle- 
ber verwandt, kann eine Epoxidharzschicht des B-Zustands 
angeheftet und dann thermisch behandelt werden. 

Die Funktion der Kunstharzschicht 3 ist nicht auf eine 50 
Schutzfunktion fur die Halbleiter-Bausteine beschrankt. Sie 
besitzt auch eine effektive Funktion, seibst nachdem der 
Halbleiter-Baustein auf eine Platine montiert wurde. Wie 
spater in dieser Beschreibung erwahnt, werden fiir die erfin- 
dungsgemassen Halbleiter-Bausteine extrem dunne Halblei- 55 
ter-Wafer verwandt. Im allgemeinen sind Halbleiter-Bau- 
steine, die aus dunnen Halblei ter-Wafern hergestellt werden, 
empfanglich fur Belastungen, die auf sie wahrend oder nach 
der Aufbringung auf eine Platine wirken, und in einigen Fal- 
len, erfahren sie einen Bruch der Verbindungen zwischen 60 
der Platine und den Elektroden. Da die Kunstharzschicht 3 
Belastungen auffangt, konnen sehr stabile und verlassliche 
Verbindungen erreicht werden, obwohl fur die erfindungs- 
gemassen Halbleiter-Bausteine extrem dunne Halbleiter- 
Wafer verwandt werden. 65 

Beim Kunstharzbeschichtungs- Verfahren wird fliissiges 
Kunstharz bis zu einer vorbestimrnten Dicke auf die Seite 
der Halbleiter- Wafer 1 aufgebracht und gehartet, auf der die 



Elektroden angeordnet sind. In diesem Fall konnen, abgese- 
hen von der Behandlung durch Hitze, Verfahren der Photo- 
Behandlung, Elektronenstrahl- Verfahren oder andere Ver- 
fahren angewandt werden. 

Die mit der Kunstharzschicht 3 beschichtete Haibieiter- 
Wafer 1 wird zu einem Prozess der Dickenreduzierung ge- 
sandt. In diesem Prozess, wie ihn Fig. 1(c) zeigt, wird die 
Ruckseite der Halbleiter-Wafer 1, namlich die Seite ohne 
Kunstharzschicht 3, geschliffen und in ihrer Dicke durch 
mechanisches Schleifen bis auf wenxger als 300 um, vor- 
zugsweise auf ungefahr 100 um, reduziert. Bei diesem 
Schleifprozess kann, da die Halbleiter-Wafer 1 durch die 
Kunstharzschicht 3 verstarkt ist, eine wahrend des Schlei- 
fens verursachte Beschadigung oder Zerstorung der Halblei- 
ter-Wafer 1 verhindert werden. Des weiteren kann, da die 
Halbleiter-Wafer 1 durch die Kunstharzschicht 3 verstarkt 
ist, die Halbleiter-Wafer 1 weniger als 50 um diinn gemacht 
werden. 

Fur den Prozess der Dickenreduzierung, konnen, abgese- 
hen von dem mechanischen Schieifverfahren, zum Atzen 
und zum Entfemen der Oberflachenschicht auf der Ruck- 
seite der Halbleiter-Wafer 1 Plasmaatzverfahren und Ver- 
fahren chemischen Atzens unter Verwendung von Chemika- 
lien eingesetzt werden. Zum Zwecke des prazisen chemi- 
schen Atzens wird ein rotierender Beschichter (Spin-Coater) 
wirkungsvoll verwandt. 

Des weiteren kann die durch ein mechanisches Schieif- 
verfahren geschiiffene Ruckseite der Halbleiter-Wafer 1 
darauffolgend mit einem Plasmaatzverfahren behandelt 
werden. Die Behandlung mittels Plasmaatzens kann die 
Schicht mit Mikrorissen auf der Ruckseite der Halbleiter- 
Wafer 1 entfernen und die Fertigkeit der Halbleiter-Wafer 1 
verbessern. 

Beim Plasmaatzverfahren wird aus Fluor - oder Chlor - 
erhaltenes Gas als Atzgas verwandt. Beim chemischen At- 
zen der Silizium- Wafer kann eine gemischte Losung aus 
Fiuss- und Salpetersaure genutzt werden. 

Des weiteren kann die durch ein mechanisches Schieif- 
verfahren geschiiffene Ruckseite der Halbleiter-Wafer 1 
darauffolgend mit einem Plasmaatzverfahren oder einem 
chemischen Atzverfahren behandelt werden. Das Plasmaat- 
zen oder eine Behandlung mittels chemischen Atzen kann 
die Schicht mit Mikrorissen auf der Ruckseite der Halblei- 
ter-Wafer 1 entfernen und die Fertigkeit der Halbleiter-Wa- 
fer 1 verbessern. 

Wie Fig. 2(a) zeigt, werden Blindlocher in der Kunstharz- 
schicht 3 durch einen Laser geformt. Durch Bestrahlen der 
mit den Elektroden 2 korrespondierenden Positionen mit 
Laserlicht werden Blindlocher 4 in der Kunstharzschicht 3 
geformt, die die Oberflache der Elektroden 2 erreichen. An- 
wendbare Laser beinhalten einen Kohlendioxid-Laser, einen 
YAG Laser und Excimer Laser. Der Kohlendioxid-Laser ist 
in der Lage, Locher lediglich in der Kunstharzschicht zu er- 
zeugen, ohne die Elektroden zu beeinflussen, wahrend die 
Excimer-Laser vorteilhaft beim Formen feiner Locher sind. 

Danach, wie Fig. 2(b) zeigt, werden die Blindlocher 4 mit 
einer Lotmittelpaste 5, einer ieitfahigen Paste, gefiiilt. 

Auf der Lotmittelpaste 5, welche die Blindlocher 4 fullt, 
werden dann Lotmittel-Kugeln, wie in Fig. 2(c) gezeigt, 
aufgebracht. Nach diesem Schritt wird die Halbleiter-Wafer 
1 in einem Ruckfluss verfahren erhitzt, um die Lotmittelpa- 
ste 5 und die Lotmittel-Kugeln 6 zu schmelzen. Nachdem 
das geschmolzene Lotmittel erstarrt ist, haben sich auf der 
Kunstharzschicht 3 vorstehende Lotmittelbeulen 6' ausge- 
formt, die mit den Elektroden 2 verbunden sind. 

Nach der Ausbildung der Lotmittelbeulen wird die Halb- 
leiter-Wafer 1 zu einem Schneideprozess gesandt, wo sie 
entlang der Begrenzungen jedes Halbleiter-Elementes 1', 
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aus denen sich die Halbleiter- Wafer 1 zusammensetzt, ge- 
schnitten wird, um einen Halbleiter-Baustein 7 zu vervoll- 
standigen. Der in der oben beschriebenen Weise hergestellte 
Halbleiter-Baustein besitzt eine Seite mit Elektroden, die 
durch die Kunstharzschicht 3 versiegelt ist. 

Verglichen mit ahnlichen Halbleiter-Bausteinen, die 
durch ein herkommliches Verfahren produziert wurden, hat 
der Halbleiter-Baustein 7, der mit dem Verfahren entspre- 
chend dieser Ausfuhrung hergestellt wurde, die unten be- 
schriebenen uberragenden Eigenschaften. 

(1) Da die Halbleiter- Wafer 1 geschliffen und in ihrer 
Dicke reduziert wurde, nachdem ihre Seite mit den 
Elektroden mit der Kunstharzschicht 3 versiegelt 
wurde, ist die Halbleiter- Wafer 1 fester verstarkt, ver- 
glichen mit dem herkommlichen Verfahren, bei dem 
schutzende Platten verwandt werden. Deshalb kann die 
Halbleiter- Wafer 1 sogar dunner geschliffen werden als 
bei dem herkommlichen Verfahren, ohne irgendein Be- 
schadigung zu verursachen. 

(2) Der Prozess zur Entfemung der schiitzenden Platte 
nach dem Prozess der Dickenreduzierung, wie er bei 
den herkommlichen Verfahren benotigt wird, ist nicht 
langer notwendig, deshalb ist die Halbleiter- Wafer 1 
frei von Beschadigungen, die durch aussere Krafte her- 
vorgerufen werden, die auf ihr wahrend der Entfemung 
der schiitzenden Platte genauso lasten wie wahrend des 
Schneidens. Deshalb kann ein Halbleiter-Baustein mit 
uberragender Verlasslichkeit erhalten werden. Des wei- 
teren existieren keine Probleme der Abfallbehandlung, 
die durch die Entsorgung der schiitzenden Platten nach 
deren Gebrauch hervorgerufen werden, da nicht wieder 
verwendbare schutzende Platten nicht verwandt wer- 
den. 

Die zweite bevorzugte Ausfuhrungsform 

Die Fig. 3 und 4 zeigen Prozess-Diagramme des Herstel- 
lungsverfahrens fur den Halbleiter-Baustein der zweiten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
Die Fig. 3 und 4 erlautern das Hers tellungs verfahren des 
Halbleiters in der Prozess-Reihenfolge. 

In Fig. 3(a), ahniich der Halbleiter- Wafer der ersten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform, ist eine Vielzahl von Halblei- 
ter-Elementen auf einer Halbleiter- Wafer 11 angeordnet. 
Oben auf der Halbleiter- Wafer U befinden sich Elektroden 
12 zur externen Verbindung. Wie Fig. 3(b) zeigt, wird ein 
leitfahiger Abschnitt 13 auf den Elektroden 12 fur eine ex- 
teme Verbindung geformt. Der leitfahige Abschnitt 13 wird 
beispielsweise durch das Laminieren von metallisierten La- 
gen auf die Oberseite der Elektroden 12 hergestellt. Die 
Halbleiter- Wafer 11 mit einem darauf ausgebildeten leitfahi- 
gen Abschnitt 13 wird mit Kunstharz in ahnlicher Weise wie 
in der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform versiegelt. Bei 
dieser Ausfuhrungsform wird auf der Oberflache der Halb- 
leiter- Wafer 11, auf der die Elektroden 12 und die leitfahi- 
gen Abschnitte 13 ausgebildet sind, eine Kunstharzschicht 
14 mit versiegelnder Funktion geformt. Fur die Kunstharz- 
schicht 14 werden ahnliche Materialien verwandt wie fur 
die Kunstharzschicht 3 in der ersten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform. 

Die mit der Kunstharzschicht 14 beschichtete Halbleiter- 
Wafer 11 wird zu einem Prozess der Dickenreduzierung ge- 
sandt. In diesem Prozess, wie in Fig. 4(a) gezeigt, wird die 
Ruckseite der Halbleiter- Wafer 11 in einer zur ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform ahnlichen Weise geschliffen und 
in einem Schleifprozess in ihrer Dicke reduziert. In diesem 
Schleifprozess kann eine durch das Schleifen verursachte 
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Beschadigung oder Zerstorung der Halbleiter- Wafer 11 ver- 
hindert werden, da die Halbleiter- Wafer 11 durch die Kunst- 
harzschicht 14 verstarkt ist. 

Fiir den Prozess der Dickenreduzierung kann, abgesehen 
5 von dem mechanischen Schleif verfahren, zum Entfernen 
der Oberflachenschicht auf der Ruckseite der Halbleiter- 
Wafer 11 ein Plasmaatzverfahren oder ein Verfahren chemi- 
schen Atzens eingesetzt werden. Weiterhin kann die durch 
das mechanische Schieifverfahren geschliffene Ruckseite 
10 der Halbleiter- Wafer 11 darauffblgend mit dem Plasmaatz- 
verfahren behandelt werden. 

Auf den leitfahigen Abschnitt 13 werden L6tmittel-Ku- 
geln 15, wie in Fig. 4(b) gezeigt, angebracht. Nach diesem 
Schritt wird die Halbleiter- Wafer 11 zu einem Riickflussver- 
15 fahren gesandt und in diesem erhitzt, um die Lotmittei-Ku- 
geln 15 zu schmelzen und mit dem leitfahigen Abschnitt 13 
zu verbinden. Wenn das geschmolzene Ldtmittel erstarrt ist, 
haben sich vorstehende Lotmittelbeulen 15' (dargestellt in 
Fig. 4(c)) auf der Kunstharzschicht 14 ausgebildet. 
20 Nach der Ausbildung der Lotmittelbeulen wird die Halb- 
leiter- Wafer 11 entlang der Begrenzungen jedes Halbleiter- 
Elementes 11 geschnitten, um einen Halbleiter-Baustein 16 
zu vervollstandigen, in dem die Kunstharzschicht 14 die 
Seite mit den zur externen Verbindung angebrachten Elek- 
25 troden versiegelt. Der Halbleiter-Baustein 16 hat iiberra- 
gende Eigenschaften, ahniich denen des Halbleiter-Bau- 
steins 7 der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform. 

In der zweiten bevorzugten Ausfuhrung wird der leitfa- 
hige Abschnitt 13 durch eine Metallisierung (Plating) ausge- 
30 bildet, jedoch kann er auch durch Drahthocker gebildet wer- 
den, die durch einen Drahtverbund geformt werden oder 
durch ballformige Hocker, die durch sich beriihrende metal- 
lische Balle gebildet werden. Die Drahthocker und die ball- 
formigen Hocker sind hinsichtlich der Kosten fur die Aus- 
35 bildung eines leitfahigen Abschnittes 13 vorteilhaft gegen- 
iiber der Metallisierung (Plating). 

Die dritte bevorzugte Ausfuhrungsform 

40 Die Fig. 5 und 6 zeigen Prozess-Diagramme des Herstel- 
lungsverfahrens fur den Halbleiter-Baustein der dritten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
Die Fig. 5 und 6 erlautern das Herstellungsverfahren des 
Halbleiters in der Prozess-Reihenfolge. 

45 In Fig. 5(a) sind Elektroden 22 fur die exteme Verbin- 
dung auf der oberen Oberflache einer Halbleiter- Wafer 21 
angeordnet, auf der eine Vielzahl von Halbleiter-Elementen 
in einer zur Halbleiter- Wafer der ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform ahnlichen Weise ausgebildet sind. Eine schut- 

50 zende Platte 23 ist an die untere Oberflache der Halbleiter- 
Wafer 21 gebondet. Die schutzende Platte 23 ist so ausgebil- 
det, dass eine druckempfindliche Klebstoffschicht 23b auf 
einen Kunstharzfilm 23a aufgebracht ist. Nach dem Aufkle- 
ben auf die Halbleiter- Wafer 21 verstarkt die schutzende 

55 Platte 23 diese. 

Die Halbleiter- Wafer 21 wird zu einem Schneideprozess 
geschickt, wahrend sie durch die schutzende Platte 23 ver- 
starkt ist und wird entlang der Begrenzungen jedes Halblei- 
ter-Elementes 21\ wie in Fig. 5(b) gezeigt, geschnitten. Als 

60 Ergebnis dieses Schrittes entsteht eine Halbleiter- Wafer 21 
in der Weise, dass jedes Halbleiter-Elementes 21' durch die 
schiitzenden Platte 23 verbunden ist. 

In diesem Zustand wird eine Kunstharzschicht 24 auf der 
Seite der verbundenen Halbleiter- Wafer 21 (im folgenden 

65 verbundene Halbleiter-Wafer genannt) geformt, auf der 
Elektroden, wie in Fig. 5(c) gezeigt, angeordnet sind. Wie 
im Fall der Kunstharzschichten 3 bzw. 14 der ersten und 
zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform hat die Kunstharz- 
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schicht 24 die Aufgabe, die Seite mit den Elektroden zu ver- 
siegeln. 

Darauffolgend wird die schiitzende Platte 23 abgelost von 
der verbundenen Halbleiter- Wafer, auf der die Kunstharz- 
schicht 24 gefcrmt wurde. Mit diesem Schritt ist die Seite 5 
der verbundenen Halbleiter- Wafer, auf der die Elektroden 
angeordnet sind, mit der Kunstharzschicht 24 versiegelt, wie 
in Fig. 5(d) gezeigt. Die verbundene Halbleiter- Wafer wird 
in diesem Zustand zu einem Prozess der Dickenreduzierung 
gesandt und die Riickseite jedes Halbleiter-Elementes 2V to 
wird geschliffen und durch einen mechanischen Schleifpro- 
zess in der Dicke reduziert. Bei diesem Schleifprozess kann, 
da die Haibleiter-Elemente 21' durch die Kunstharzschicht 
24 verstarkt sind, eine durch Belastung wahrend des Schlei- 
fens verursachte Beschadigung oder Zerstorung verhindert t5 
werden. Fur diesen Prozess der Dickenreduzierung kann das 
Piasmaatzverfahren oder das Verfahren chemischen Atzens, 
ahnlich wie bei der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform, 
zum Entfernen der Oberflachenschicht auf der Ruckseite der 
Halbleiter- Wafer 21 eingesetzt werden, anders als der me- 20 
chanische Schleifprozess. Weiterhin kann die durch ein me- 
chanisches SchieifVerfahren geschliffene Ruckseite der 
Halbleiter- Wafer 21 darauffolgend mit einem Piasmaatzver- 
fahren behandelt werden. 

Die verbundene Halbleiter-Wafer wird dann zu einem 25 
Prozess zur Ausbildung von Blindlochern gesandt. Ahnlich 
zur ersten bevorzugten Ausfuhrungsform werden in diesem 
Prozess Blindiocher 25, weiche bis zur Oberflache der Elek- 
troden 22 reichen, in der Kunstharzschicht 24 an Positionen 
geformt, die mit den Elektroden 22 korrespondieren, wie in 30 
Fig. 6(a) gezeigt. Darauf, wie Fig. 6(b) zeigt, werden die 
Blindiocher 25 mit Lotmittel-Paste 26 gefullt. Auf der Lot- 
mittel-Paste 26 werden Lotmittel-Kugeln 27 angebracht, 
wie in Fig. 6(c) gezeigt. Nach diesem Schritt wird die ver- 
bundene Halbleiter-Wafer in einem Riickfluss- Prozess er- 35 
hitzt, die Lotmittel-Paste 26 und die Lotmittel-Kugeln 27 
geschmolzen und hervorstehende Lotmittel-Beulen 27', 
weiche mit den Elektroden 22 verbunden sind, auf der 
Kunstharzschicht 24 geformt. 

Nach der Bildung von Lotmittel-Beulen wird die verbun- 40 
dene Halbleiter-Wafer zu einem Schneideprozess gesandt, 
wo die Kunstharzschicht 24 entlang der Begrenzungen jedes 
Halbleiter-Elementes 21' geschnitten wird, wie in Fig. 6(d) 
gezeigt, um einen Halbleiter-Baustein 28, dessen Seite mit 
Elektroden zur extemen Verbindung durch die Kunstharz- 45 
schicht 24 versiegelt ist, zu vervollstandigen. Der Halblei- 
ter-Baustein 2B erfreut sich ebenfalls iiberragender Eigen- 
schaften, ahnlich denen des Halbleiter-Bausteines 7 der er- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform. 

Wie in den ersten, zweiten und dritten bevorzugten Aus- 50 
fuhrungsformen gemass der vorliegenden Erfindung be- 
schrieben, wird die Ruckseite der Halbleiter-Wafer, nach- 
dem die Kunstharzschicht mit ihrer versiegelnden Funktion 
auf der Seite der Halbleiter-Wafer, auf der die Elektroden 
angebracht sind, aufgebracht wurde, geschliffen und in ihrer 55 
Dicke reduziert. Diese Methode hat die folgenden Effekte 
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der Umwelt reduziert werden. 

Gemass der vorliegenden Erfindung konnen zuverlassige 
Halbleiter-Bausteine zu niedrigen Kosten umweltfreundlich 
produziert werden. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-Bau- 
steins mit folgenden Schritten: 

Ausbildung einer Kunstharzschicht mit Versiegelungs- 
funktion auf einer Seite einer Halbleiter-Wafer mit 
Elektroden, wobei die Halbleiter-Wafer eine Vielzahl 
von darauf angebrachten Halbleiter-Elementen auf- 
weist; und 

Schleifen und Dickenreduzierung einer Ruckseite der 
Halbleiter-Wafer, nach dem Prozess der Ausbildung 
der Kunstharzschicht. 

2. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-Bau- 
steins nach Anspruch 1, mit einem weiteren Schritt, der 
die Ausbildung eines leitfahigen Abschnitts auf den 
Elektroden der Halbleiter-Wafer umfasst. 

3. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-Bau- 
steins nach Anspruch 2, bei dem der leitfahige Ab- 
schnitt durch eines der folgenden Verfahren ausgebil- 
det wird: Metallisieren (Plating), Ausbildung eines 
Drahtverbundes und Verbindung metallischer Balle. 

4. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-Bau- 
steins nach Anspruch 1 oder 2, mit einem weiteren 
Schritt, der das Schneiden der Halbleiter-Wafer entlang 
von Begrenzungen der Haibleiter-Elemente umfasst. 

5. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-Bau- 
steins nach Anspruch 1, 2 oder 4, bei dem der Prozess 
der Dickenreduzierung durch wenigstens eines der fol- 
genden Verfahren geschieht: Mechanisches Schleifen, 
chemisches Atzen und Plasma-Atzen. 

6. Halbleiter-Baustein, bei dem eine Kunstharzschicht 
auf einer mit Elektroden versehenen Seite einer Halb- 
leiter-Wafer mit Halbleiter-Elementen geformt ist, wo- 
bei die Dicke der Halbleiter-Wafer nicht mehr als 
300 um ist. 

7. Halbleiter-Baustein nach Anspruch 6, bei dem die 
Kunstharzschicht wenigstens einen der folgenden 
Stoffe beinhaltet: Kieselerde, Tonerde, Zirkoniumoxid, 
Quarzfasern, Giasfasern, Kunstharzfasern und an org a- 
nische Partikel, die ionische Verunreinigungen absor- 
bieren konnen. 



Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen 



(1) Gleichmassige und dunne Haibleiter-Elemente 
konnen erhalten werden, weil die Halbleiter-Wafer 
wahrend des Prozesses der Dickenreduzierung ange- 60 
messen verstarkt wird. 

(2) Da keine schtitzenden Platten nach dem Prozess 
der Dickenreduzierung entfernt werden mussen, tritt 
keine damit verbundene Zerstorung oder Beschadi- 
gung der Halbleiter-Wafer auf. 65 

(3) Weil keine schiitzenden Wegwerf-Platten benotigt 
werden, konnen nicht nur die Herstellungskosten son- 
dern auch, da kein Abfall erzeugt wird, die Belastung 
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conductive section reaches to the electrodes. The manufacturing method of the semiconductor device of the present invention still 
further includes a process of cutting the semiconductor wafer having a plurality of semiconductor elements along boundaries of 
each semiconductor element. In the thinning process, at least one of a mechanical grinding method, a chemical etchinq method 
and a plasma etching method are employed 
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